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【年通号数】公開・登録公報2017-033
【出願番号】特願2016-88311(P2016-88311)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｌ
   Ｈ０１Ｌ   21/28     ３０１Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/28     ３０１Ｓ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｔ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５８Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月28日(2019.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳｉＣ半導体装置に用いるオーミック電極であって、
　ＳｉＣ半導体層の上に形成され、ニッケルおよびニッケルシリサイドからなるグループ
から選択される材料からなるオーミックコンタクト層と、
　該オーミックコンタクト層の上に形成され、ニッケルの拡散を防止するバリア層と、
　該バリア層の上に形成され、亜鉛、ニッケル、チタン、マンガンのうち少なくとも１種
以上を含む銅合金からなる電極層と、を含み、
　上記電極層に含まれる亜鉛、ニッケルの量は、０．１ａｔ％以上、３ａｔ％以下、チタ
ンの量は０．１ａｔ％以上、０．５ａｔ％以下、マンガンの量は、０．１ａｔ％以上、１
ａｔ％以下であることを特徴とするオーミック電極。
【請求項２】
　上記バリア層は、銅に対して非固溶の元素または銅と化合物を形成する元素で構成され
ることを特徴とする請求項１に記載のオーミック電極。
【請求項３】
　上記バリア層は、モリブデン、タンタル、タングステン、ニオブ、チタンおよびこれら
の窒化物からなるグループから選択される材料からなることを特徴とする請求項１または
２に記載のオーミック電極。
【請求項４】
　上記バリア層の膜厚は、１０ｎｍ以上、１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１～３のいずれかに記載のオーミック電極。
【請求項５】
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　請求項１～４のいずれかに記載のオーミック電極を含むことを特徴とするＳｉＣ半導体
装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
【表１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
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【表３】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　表３のＮｏ．Ｂ－９～Ｂ－１１は、Ｍｏをバリア層１２に用いて、Ｃｕ系の電極層１３
を評価した結果である。６００℃で５分間の熱処理後も、Ｍｏバリア層１２によって相互
拡散が抑制され、優れた電気抵抗率と耐熱性を示した。６００℃で５分間の熱処理後も、
Ｃｕ／Ｍｏ間の反応は見られず、Ｍｏバリア層１２によって、ＮｉＳｉオーミックコンタ
クト電極１１からの元素拡散が抑制されていることが分かる。また、Ｃｕ系の電極層１３
自体の耐熱性を向上させるために、Ｃｕ電極層１３に、ＮｉやＺｎの元素の添加が有効で
あることも分かる。

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　表３のＮｏ．Ｂ－１３、１４、２０は、バリア層１２にＴｉＮを用いて、Ｃｕ系の電極
層１３を評価した結果である。４５０℃で３０分間の熱処理後には、電気抵抗率の増加や
表面異常は観察されなかった。例えばＮｏ．Ｂ－１４に示すように、６００℃で５分間の
熱処理によって、Ｃｕ電極層１３とＴｉＮバリア層１２との間で相互拡散が発生すること
が分かる。特に、Ｎｉ系のオーミックコンタクト電極１１を用いた場合は、拡散が顕著で
ある。この原因としては、ＴｉＮはアモルファスであり、一部のＴｉから窒素が脱離し、
拡散に寄与している可能性が考えられる。Ｔｉは、ＣｕとＮｉの双方と金属間化合物を形
成するため、ＴｉとＮｉのいずれかがＣｕ電極中へ拡散していると予想される。

【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
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　一方、Ｎｏ．Ｂ－２０（Ｃｕ－Ｚｎ電極層１３／ＴｉＮバリア層１２）では、Ｎｏ．Ｂ
－１３に示すＣｕ電極層１３の場合に比較して、電気抵抗率の増加が小さくなっている。
Ｃｕ中にＺｎをプレドープして、Ｃｕ－Ｚｎの電極層１３とすることにより、ＴｉＮから
のＴｉ拡散を抑制していると予想される。Ｃｕ－ＺｎなどのＣｕ合金を電極層１３とする
ことで、耐熱性の改善だけではなく、ＮｉＳｉオーミックコンタクト層１１に対して、Ｔ
ｉＮバリア層１２の適用が可能となる。
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